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2.2.13– «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения» 
 
Диссертационная работа Шевченко Г.М. посвящена повышению качества 

моделирования радиоэлектронных устройств путем реализации нелинейно 
инерционной модели диода с неквазистатическими эффектами прямого и 
обратного восстановления. 

Решаемые в диссертационной работе Шевченко Г.М. задачи направлены 
на проведение сравнительного анализа существующих научно-технических 
решений по реализации внутренней инерции диода в виде эквивалентной 
схемы; математическое описание зависимости последовательного 
сопротивления потерь от диффузионного заряда и зависимости времени жизни 
неравновесных носителей заряда от прямого тока диода; структурный синтез 
неквазистатической эквивалентной схемы диода; экспериментальные 
исследования созданной неквазистатической модели диода на 
радиотехническом устройстве. 

Результаты, достигнутые при решении поставленных задач, представляют 
научную и практическую ценность. 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 
согласованностью полученных результатов с известными теоретическими и 
экспериментальными данными, а также апробацией результатов в форме 
публикаций по теме диссертационного исследования, выполненных работ и 
проектов, внедрением на предприятия. 

По автореферату имеются следующие замечания: 
- к расшифровке, составляющих формулы (1) целесообразней было бы 

написать: «α– параметр, зависящий от геометрии диода и технологии его 
изготовления»; 

- из автореферата не ясно в каких САПР проведена оценка работы 
разработанной модели диода; 

- в автореферате есть указание на «часть сопротивления, которая 
образуется на удаленных областях p-n-перехода». Где конкретно эти области 
можно наблюдать, рассматривая планарную структуру диода? 




